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１．概要（Summary） 

現代の半導体プロセスにおいて、低温プラズマの役割

は非常に大きく、消費者が求めるものに応えるためだった

り、半導体加工する企業の利益を最大化するためだった

りと様々なところで日々努力が重ねられている。つまり、こ

れら両方の求めるものを達成するためには、半導体の微

細化が不可欠で、年々その度合いが進んでいる。しかし、

この著しい進歩の裏には、これまで支えてきた技術の見

直しが都度行われており、その結果、その加工レシピや

加工環境などが止まることなく変化し続けている。本課題

では、そういった社会的要求をもとに、半導体プロセスに

必要な各種セラミック材料のプラズマに対する耐性につ

いて調査を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

段差計（アルバック社製、Dektak150） 

【実験方法】 

反応性プラズマ内に数種類のセラミックサンプルをセッ

トし、RFバイアスをかけてイオン衝撃を与える。耐プラズ

マ性を調査するため、プラズマ照射により生じたサンプル

の損耗を定量評価する。そのため、サンプル表面の一部

をマスクし、プラズマ曝露領域と非曝露領域との間に発生

するステップを、プラズマ照射停止後に段差計を用いて

計測する。放電に用いるガスの種類、放電や RFバイア

スのパワー等のパラメーターを変えることにより、各種セラ

ミックの耐プラズマ性を定量比較することができる。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1は、今回の測定で得られた測定結果の一例であ

り、赤線より左側がプラズマに曝露していない領域、緑線

より右側がプラズマに曝露した領域を示している。 

 

 

Fig. 1 An example of the step measurement for a 

ceramic sample. 

 

Fig. 1に見られるように、当初はプラズマによるスパッタ

を期待していたが、今回のプラズマ曝露の条件では、むし

ろ膜が堆積していることが判明した。これはサンプルが厚

すぎて RFバイアスが試料表面に十分に印加されず、イ

オン照射エネルギーが不十分であったこと、およびプラズ

マ容器内面が清浄でなかったことが原因であったと考えら

れる。今後これらの条件を改善し、さらに研究を進めてい

きたい。 
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